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第 2 章では、光損傷を励起、 ドリフト、 トラッピングの三つの過程に分けて、実験考察した結果に
ついて述べている。ドリフト過程に関しては、 Q スイッチレーザ及び Xe 光による光伝導の実験から
内部電場の存在を証明し、その方向が自発分極の向きとは逆で LiNbo 3 でその値が約45KV/cm干皇室 l こ
なることを示した。さらにこの内部電場の起源について検討を行った。励起過程を調べるために、光
電流の波長依存性を測定し、 400mμ 付近の光を使うと光損傷が起りやすいことを指摘した。又トラッ































( iii) イオン結晶に F 中心を入れたときのレーザ光破壊電界と F 中心密度の関係をそれぞれQ スイッ
チルビー及びガラス・レーザ光で求め F 中心の多光子電離による初電子供給が光破壊電界に大き
く影響することを見出した。
(iv) LiNbo 3 単結晶の光損傷が結晶内に初めから存在する分極電界によることを明らかにしその電
界の大きさが40KV/cm程度で、あることを求めた。
( v) 種々の格子欠陥をつくった LiNbo 3 結晶の光伝導、光ルミネッセンスの波長依存性から光損
傷にあずかる電子を供給したり、 トラップしたりする不純物中心の性質を明らかにしている。
以上述べたように本論文はレーザ光による光損傷、光破壊の基礎機構を明らかにし、オプトエ
レクトロニクス、レーザ工学の分野に対する寄与が大きく、博士論文として価値あるものと認め
る。
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